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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極を形成する工程と、
前記素子形成面を被覆する第１の樹脂層を形成し前記電極表面の少なくとも一部を露出さ
せる工程と、
前記第１の樹脂層あるいは前記露出した電極表面に接着材を介して、多孔性を有するセラ
ミックスで構成された補強板を貼付する工程と、
前記半導体ウェーハの裏面を研削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する
工程と、
前記薄膜化した後の半導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、
前記第２の樹脂層で被覆する工程の後に前記補強板を剥離する工程と、を含み、
前記補強板を剥離する工程は、前記補強板を有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材
を溶解して前記補強板を剥離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極を形成する工程と、
前記素子形成面の所定の領域に前記半導体ウェーハ内部に延在する溝を形成する工程と、
前記溝を充填し前記素子形成面を被覆する第１の樹脂層を形成し前記電極表面の少なくと
も一部を露出させる工程と、
前記第１の樹脂層あるいは前記露出した電極表面に接着材を介して、多孔性を有するセラ
ミックスで構成された補強板を貼付する工程と、
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前記半導体ウェーハの裏面を研削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する
工程と、
前記薄膜化した後の半導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、
前記第２の樹脂層で被覆する工程の後に前記補強板を剥離する工程と、を含み、
前記補強板を剥離する工程は、前記補強板を有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材
を溶解して前記補強板を剥離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極を形成する工程と、
前記電極表面に接着材を介して、多孔性を有するセラミックスで構成された補強板を貼付
する工程と、
前記半導体ウェーハと前記補強板との間隙に第１の樹脂層を充填する工程と、
前記半導体ウェーハの裏面を研削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する
工程と、
前記薄膜化した後の半導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、
前記第２の樹脂層で被覆する工程の後に前記補強板を剥離する工程と、を含み、
前記補強板を剥離する工程は、前記補強板を有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材
を溶解して前記補強板を剥離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　半導体基板と、前記半導体基板上に形成された埋込み絶縁層と、前記埋込み絶縁層上に
形成されたＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ
Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）層と、からなる半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極を形
成する工程と、
前記素子形成面に第１の樹脂層を形成する工程と、
前記半導体ウェーハの前記半導体基板の裏面側を研削する工程と、
前記埋込み絶縁層をエッチングストッパーとして、前記半導体ウェーハの前記半導体基板
をウェットエッチングで除去する工程と、
露出する前記絶縁層を第２の樹脂層で被覆する工程と、を含むことを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれかに記載の半導体装置の製造方法によって作製された、前記第１
の樹脂層と第２の樹脂層とにより封止された半導体ウェーハを半導体チップに切断する工
程を、さらに含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極を形成する工程と、
前記素子形成面を被覆する第１の樹脂層を形成し前記電極表面の少なくとも一部を露出さ
せる工程と、
前記第１の樹脂層あるいは前記露出した電極表面に接着材を介して、多孔性を有するセラ
ミックスで構成された補強板を貼付する工程と、
前記半導体ウェーハの裏面を研削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する
工程と、
前記薄膜化した後の半導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、
前記第２の樹脂層で被覆する工程の後に前記第１の樹脂層と第２の樹脂層とにより封止さ
れた半導体ウェーハを半導体チップに切断する工程と、
前記半導体チップに切断する工程の後に前記補強板を剥離する工程と、を含み、
前記補強板を剥離する工程は、前記補強板を有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材
を溶解して前記補強板を剥離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極を形成する工程と、
前記素子形成面の所定の領域に前記半導体ウェーハ内部に延在する溝を形成する工程と、
前記溝を充填し前記素子形成面を被覆する第１の樹脂層を形成し前記電極表面の少なくと
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も一部を露出させる工程と、
前記第１の樹脂層あるいは前記露出した電極表面に接着材を介して、多孔性を有するセラ
ミックスで構成された補強板を貼付する工程と、
前記半導体ウェーハの裏面を研削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する
工程と、
前記薄膜化した後の半導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、
第２の樹脂で被覆する工程の後に前記第１の樹脂層と第２の樹脂層とにより封止された半
導体ウェーハを半導体チップに切断する工程と、
前記半導体チップに切断する工程の後に前記補強板を剥離する工程と、を含み、
前記補強板を剥離する工程は、前記補強板を有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材
を溶解して前記補強板を剥離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極を形成する工程と、
前記電極表面に接着材を介して、多孔性を有するセラミックスで構成された補強板を貼付
する工程と、
前記半導体ウェーハと前記補強板との間隙に第１の樹脂層を充填する工程と、
前記半導体ウェーハの裏面を研削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する
工程と、
前記薄膜化した後の半導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、
前記樹脂層で被覆する工程の後に前記第１の樹脂層と第２の樹脂層とにより封止された半
導体ウェーハを半導体チップに切断する工程と、
前記半導体チップに切断する工程の後に前記補強板を剥離する工程と、を含み、
前記補強板を剥離する工程は、前記補強板を有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材
を溶解して前記補強板を剥離することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体装置およびその製造方法に関し、特に薄膜（層）化した半導体ウェーハあ
るいは半導体チップおよびその形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＩＣあるいはＬＳＩはますます高集積化され大容量化してきている。そして、携帯
用機器等への搭載で使用する半導体チップのＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇ
ｅ）は、上記機器の小型化および高性能化に伴い、その実装面積やその高さの縮小化が必
須になってきている。更には、複数の半導体チップを１つに実装するＭＣＰ（Ｍｕｌｔｉ
－Ｃｈｉｐ　Ｐａｃｋａｇｅ）が実用化されてきている。
【０００３】
また、情報技術の急速な普及に伴い、情報処理装置を構成する半導体装置のシステム化の
要求はますます大きくなっている。そして、複数のシリコン半導体チップ、化合物半導体
を用いた光デバイス・高周波デバイスから成る半導体チップ等を含む多様な機能ブロック
を集積・システム化する、電子システムインテグレーションのための実装技術への期待が
高くなってきている。
【０００４】
上述したような半導体チップの高密度実装のためには、半導体チップの薄膜化が必須にな
り、その肉厚を５０μｍ以下にすることが要求されてきている。
【０００５】
上記の半導体チップの薄膜化は、通常は、半導体ウェーハ段階においてその裏面の研削あ
るいはエッチングを通して行われる。このような技術は、例えば、特開平８－３１６１９
４号公報、特開２００１－２２３２０２号公報等にに記載されている。以下に、図１０を
参照して従来の技術を簡単に説明する。
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【０００６】
図１０（ａ）に示すように、半導体ウェーハ１０１の表面に保護テープ１０２を貼り付け
る。そして、保護テープ１０２側を研削用吸着ステージ１０３に真空固定し、研削用吸着
ステージ１０３を回転させながら、回転する砥石１０４に半導体ウェーハ１０１の裏面を
接触させて研削する。そして、半導体ウェーハ１０１を所定の肉厚、例えば１００μｍ程
度にする。
【０００７】
このようにした後、半導体ウェーハを研削装置から取り外す。このようにして、図１０（
ｂ）に示すように、薄膜化した半導体ウェーハ１０１ａ表面に保護テープ１０２が添付さ
れた状態になる。ここで、薄膜化した半導体ウェーハ１０１ａには、上記保護テープ１０
２により反りが発生する。
【０００８】
次に、薄膜化した半導体ウェーハ１０１ａから保護テープ１０２を剥離し、半導体ウェー
ハ１０１ａのダイシングを行い、半導体チップ１０５に分離する。すなわち、図１０（ｃ
）に示すように、その裏面側に拡大シート１０６を貼り付けた後ダイシング装置に搭載し
、半導体ウェーハ１０１ａの表面側をダイシングする。そして、拡大シート１０６を引き
延ばし半導体チップ１０５に分離する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、半導体装置の高密度化実装においては、特にＣＳＰにおいては、半導体
チップの薄膜化が必須になる。例えば、半導体チップの肉厚を５０μｍ以下にすることが
要求される。
【００１０】
しかし、図１０に基づいて説明したような従来の技術では、薄膜化した半導体ウェーハに
生じる反りが増大する。半導体ウェーハの反りが増大すると、ダイシング工程において、
半導体チップの破損が頻発するようになり、半導体装置の歩留まりが大幅に低下するよう
になる。これは、上記の反りのために半導体ウェーハがダイシング装置のステージにうま
く搭載できなくなるからである。
【００１１】
更に、半導体ウェーハを薄膜化し２０μｍ程度にする場合には、上記研削後にウェットエ
ッチング工程を追加しなければならない。この場合に、上述したような反りが発生してい
ると、このウェットエッチング工程で、そのエッチング量に大きなバラツキが生じるよう
になる。このために、その肉厚において規格外の半導体チップが多量に生じて半導体装置
の歩留まりが低下するようになる。
【００１２】
上述した半導体ウェーハの反りからくる問題は、半導体ウェーハの口径が増大する（例え
ば１２インチΦ化）に従って更に顕在化するようになる。
【００１３】
本発明の主目的は、半導体チップの薄膜化を容易にする半導体装置およびその製造方法を
提供することにある。更に、本発明の他の目的は、半導体装置の高密度実装の技術を簡便
にし、その量産適用を容易にすることにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
このために本発明の半導体装置の製造方法は、半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に
電極を形成する工程と、前記素子形成面を被覆する第１の樹脂層を形成し前記電極表面の
少なくとも一部を露出させる工程と、前記第１の樹脂層あるいは前記露出した電極表面に
接着材を介して補強板を貼付する工程と、前記半導体ウェーハの裏面を研削あるいはエッ
チングし前記半導体ウェーハを薄膜化する工程と、前記薄膜化した後の半導体ウェーハの
裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、前記第２の樹脂層で被覆する工程の後に前記補強
板を剥離する工程と、を含む。
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【００１５】
あるいは、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に
電極を形成する工程と、前記素子形成面の所定の領域に前記半導体ウェーハ内部に延在す
る溝を形成する工程と、前記溝を充填し前記素子形成面を被覆する第１の樹脂層を形成し
前記電極表面の少なくとも一部を露出させる工程と、前記第１の樹脂層あるいは前記露出
した電極表面に接着材を介して補強板を貼付する工程と、前記半導体ウェーハの裏面を研
削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する工程と、前記薄膜化した後の半
導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、前記第２の樹脂層で被覆する工程
の後に前記補強板を剥離する工程と、を含む。
【００１６】
あるいは、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に
電極を形成する工程と、前記電極表面に接着材を介して補強板を貼付する工程と、前記半
導体ウェーハと前記補強板との間隙に第１の樹脂層を充填する工程と、前記半導体ウェー
ハの裏面を研削あるいはエッチングし前記半導体ウェーハを薄膜化する工程と、前記薄膜
化した後の半導体ウェーハの裏面を第２の樹脂層で被覆する工程と、前記第２の樹脂層で
被覆する工程の後に前記補強板を剥離する工程と、を含む。ここで、前記補強板は多孔性
を有するセラミックスで構成する。
【００１７】
あるいは、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板と、前記半導体上に形成された
埋込み絶縁層と、前記埋込み絶縁層上に形成されたＳＯＩ層と、からなる半導体ウェーハ
の素子形成面の所定位置に電極を形成する工程と、前記素子形成面に第１の樹脂層を形成
する工程と、前記半導体ウェーハの前記半導体基板の裏面側を研削する工程と、前記埋込
み絶縁層をエッチングストッパーとして、前記半導体ウェーハの前記半導体基板をウェッ
トエッチングで除去する工程と、露出する前記絶縁層を第２の樹脂層で被覆する工程と、
を含む。
【００１８】
そして、前記第２の樹脂層で被覆する工程の後に前記補強板を剥離する工程においては、
前記補強板を有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材を溶解して前記補強板を剥離す
る。
【００１９】
また、前記第１の樹脂層と第２の樹脂層とにより封止された半導体ウェーハを半導体チッ
プに切断する。あるいは、前記第２の樹脂層で被覆する工程と前記補強板を剥離する工程
の間に、前記第１の樹脂層と第２の樹脂層とにより封止された半導体ウェーハを半導体チ
ップに切断する工程をさらに含み、前記補強板を剥離する工程においては、前記補強板を
有機溶液に浸漬し前記孔を通して前記接着材を溶解して前記補強板を剥離する。
【００２４】
本発明により、半導体ウェーハの薄膜化において、半導体ウェーハの反りは皆無になる。
また、薄膜化後の半導体ウェーハの肉厚のバラツキ量は大幅に低減する。そして、上記薄
膜化工程における半導体ウェーハのハンドリングで生じるウェーハの破損は皆無になる。
【００２５】
また、本発明により、半導体チップの高密度実装が容易になる。そして、本発明によりＣ
ＳＰを形成すると、半導体チップを容易にしかも非常に薄くできることから、ＣＳＰを搭
載するマザーボードとの熱膨張係数の違いに起因して従来の技術で生じていた半田ボール
接続部のクラックを大幅に低減し、実装信頼性を大幅に向上させることが可能となる。こ
のようにして、実装後の信頼性が大幅に向上するようになる。
【００２６】
更には、本発明により半導体装置の製造工程が簡便になり、半導体装置の高密度実装の量
産適用が容易になる。
【００２７】
【発明の実施の形態】



(6) JP 4100936 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

次に、本発明の第１の実施の形態について図１と図２に基づいて説明する。図１および図
２は、半導体ウェーハの薄膜化の製造工程順の断面図である。なお、本発明の半導体装置
については上記工程説明の中で示される。
【００２８】
図１（ａ）に示すように、例えば８インチΦで肉厚が８００μｍ程度の半導体ウェーハ１
の表面には半導体素子および内部配線（図示せず）が形成されている。図１（ｂ）に示す
ように、このような半導体ウェーハ１表面にパッシベーション膜２を形成し、外部取り出
し用の配線３を形成する。そして、配線３上にバンプ４を形成する。このバンプ４は、メ
ッキによる金、銅あるいは半田等で作製する。これらが電極となる。このようにした後、
図１（ｂ）に示すように、公知の方法により全面に第１の樹脂層である表面封止樹脂５を
形成する。ここで、バンプ４の高さは２０μｍ程度であり、表面封止樹脂５の厚さも２０
μｍと同程度である。なお、表面封止樹脂５は熱硬化性樹脂である。
【００２９】
次に、図１（ｃ）に示すように、補強板６表面に接着材７を介して、上記表面封止樹脂５
表面あるいはバンプ４表面を熱圧着の方法で貼り付ける。ここで、補強板６は多孔性を有
するアルミナ板（セラミックス基板）であり、その厚さは１０ｍｍである。
【００３０】
次に、図１（ｄ）に示すように、砥石８により半導体ウェーハ１の裏面側を研削する。こ
のようにした後、硝酸（ＨＮＯ3 ）とフッ酸（ＨＦ）を含む混合した化学薬液を用いてウ
ェットエッチングを追加し、肉厚が１０μｍ程度と極薄の半導体ウェーハ１ａを形成する
。
【００３１】
次に、図２（ａ）に示すように、半導体ウェーハ１ａの裏面側の全面に、公知の方法によ
り第２の樹脂層である裏面封止樹脂９を形成する。ここで、裏面封止樹脂９は、上述した
表面封止樹脂５とその材質は同じであり、その厚さも２０μｍと同程度にするとよい。
【００３２】
このようにした後、補強板６を切り離す。この切り離しの方法は次のようにする。図２（
ａ）に示す状態の構造物を加熱した有機溶液に浸漬させる。ここで、有機溶液は接着材７
を選択的に溶解する薬液である。有機溶液に浸漬すると、薬液は、補強板６の孔を通って
接着材７に達し接着材７を溶解させる。この接着材７の溶解で補強板６が切り離される。
【００３３】
このようにして、図２（ｂ）に示すように、１０μｍ程度に薄膜化した半導体ウェーハ１
ａの表面にバンプ４が形成され、バンプ４間が肉厚２０μｍ程度の表面封止樹脂５で封止
され、その裏面が肉厚２０μｍ程度の裏面封止樹脂９で封止された構造物ができあがる。
図２（ｂ）に示す構造物の半導体チップへの分離は後述する。
【００３４】
本発明では、半導体ウェーハ１ａが極薄になっても、反りは全く発生しない。この理由は
、第１に、上記補強板６は剛性に近い特性を有し撓みが少ないからである。そして、半導
体ウェーハ１は研削工程の前段階からこの補強板６に支持されている。第２に、半導体ウ
ェーハ１の薄膜化の工程において順次に、その表面と裏面に樹脂封止がなされるからであ
る。しかも、表面／裏面封止樹脂は互いに同質材料であり、その厚さは同程度になるよう
に形成される。
【００３５】
次に、本発明の第２の実施の形態について図３と図４に基づいて説明する。この実施の形
態は、半導体ウェーハの表面を予めハーフカットし溝を形成する場合である。図３および
図４は、半導体ウェーハの薄膜化の製造工程順の断面図である。ここで、第１の実施の形
態と同じものは同一符号で示される。
【００３６】
図３（ａ）に示すように、半導体素子および配線を形成した半導体ウェーハ１の表面にパ
ッシベーション膜２を形成し配線３を形成する。そして、配線３上にバンプ４を形成する
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。ここで、バンプ４の高さは３０μｍ程度である。このようにして後、半導体ウェーハ１
表面をダイシング装置等を用いてハーフカットし溝１０を形成する。ここで、溝２０の幅
および深さは５０μｍである。
【００３７】
次に、図３（ｂ）に示すように、公知の方法により全面に表面封止樹脂５を形成し、上記
バンプ４間を封止する。また、同時に溝１０にも表面封止樹脂５を充填する。ここで、表
面封止樹脂５の厚さも３０μｍと同程度である。
【００３８】
次に、図３（ｃ）に示すように、補強板６表面に接着材７を介して、上記表面封止樹脂５
表面あるいはバンプ４表面を熱圧着の方法で貼り付ける。ここで、補強板６は多孔性を有
するアルミナ板であり、その厚さは１０ｍｍである。
【００３９】
次に、図３（ｄ）に示すように、砥石８により半導体ウェーハ１の裏面側を研削する。こ
のようにした後、硝酸（ＨＮＯ3 ）とフッ酸（ＨＦ）を含む混合した化学薬液を用いてウ
ェットエッチングを追加し、肉厚が１０μｍ程度と極薄の半導体チップ１１を形成する。
この研削工程で、溝１０部から表面封止樹脂５は露出することになる。
【００４０】
次に、図４（ａ）に示すように、半導体チップ１１の裏面側の全面に、公知の方法により
裏面封止樹脂９を形成する。ここで、裏面封止樹脂９は、上述した表面封止樹脂５とその
材質は同じであり、その厚さも３０μｍと同程度にするとよい。
【００４１】
このようにした後、第１の実施の形態で説明したのと同様にして補強板６を切り離す。す
なわち、図４（ａ）に示す状態の構造物を加熱した有機溶液に浸漬させる。薬液は、補強
板６の孔を通って接着材７に達し接着材７を溶解させる。この接着材７の溶解で補強板６
が切り離される。
【００４２】
このようにして、図４（ｂ）に示すように、１０μｍ程度に薄膜化した半導体チップ１１
の表面にバンプ４が形成され、バンプ４間が肉厚３０μｍ程度の表面封止樹脂５で封止さ
れ、その裏面が肉厚３０μｍ程度の裏面封止樹脂９で封止された構造物ができあがる。
【００４３】
この実施の形態では、半導体ウェーハ１はその研磨後には半導体チップ１１に分離する。
このために、後述するように半導体装置の製造が容易になる。そして、第１の実施の形態
とは異なり、半導体チップに分離した後において、半導体チップの側部を含め全ての領域
が樹脂封止できることになる。また、第１の実施の形態で説明したのと同様の効果が生じ
るのは当然である。
【００４４】
上記第１（２）の実施の形態では、表面封止樹脂５の形成において、初めからバンプ４の
高さに合わせて表面封止樹脂５を被着させているが、初めはバンプ４を含めて全面に表面
封止樹脂５を被覆させ、その後にその表面を研削してバンプ４表面を露出させるようにし
てもよい。
【００４５】
次に、本発明の第３の実施の形態について図５と図６に基づいて説明する。図５および図
６は、半導体ウェーハの薄膜化の製造工程順の断面図である。ここで、第１の実施の形態
と同じものは同一符号で示される。
【００４６】
図５（ａ）に示すように、例えば８インチΦで肉厚が８００μｍ程度の半導体ウェーハ１
表面にパッシベーション膜２を形成し配線３を形成する。そして、図５（ｂ）に示すよう
に配線３上にバンプ４を形成する。ここで、バンプ４の高さは３０μｍ程度である。
【００４７】
次に、図５（ｃ）に示すように、半導体ウェーハ１の裏面を上側にし、補強板６表面に接
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着材７を介して、上記バンプ４表面を熱圧着の方法で貼り付ける。ここで、補強板６は多
孔性を有するアルミナ板であり、その厚さは１０ｍｍ程度である。
【００４８】
次に、図５（ｄ）に示すように、半導体ウェーハ１のバンプ４と補強板６上の接着材７で
形成される隙間を樹脂で充填する。このようにして、表面封止樹脂５ａを形成する。
【００４９】
次に、図６（ａ）に示すように、第１の実施の形態で説明したように砥石８により半導体
ウェーハ１の裏面側を研削する。このようにした後、硝酸（ＨＮＯ3 ）とフッ酸（ＨＦ）
を含む混合した化学薬液を用いてウェットエッチングを追加し、肉厚が１０μｍ程度と極
薄の半導体ウェーハ１ａを形成する。
【００５０】
次に、図６（ｂ）に示すように、半導体ウェーハ１ａの裏面側の全面に、公知の方法によ
り裏面封止樹脂９を形成する。ここで、裏面封止樹脂９は、上述した表面封止樹脂５とそ
の材質は同じであり、その厚さも３０μｍと同程度にするとよい。
【００５１】
このようにして、図６（ｂ）に示すように、１０μｍ程度に薄膜化した半導体ウェーハ１
ａ上の表面と補強板６の間は、肉厚３０μｍ程度の表面封止樹脂５ａで封止され、その裏
面も肉厚３０μｍ程度の裏面封止樹脂９で封止された構造物ができあがる。
【００５２】
次に、このような構造物の半導体チップへの分離の方法について、図７と図８を参照して
説明する。図７は、補強板６で支持された半導体ウェーハを封止樹脂と共にダイシングし
半導体チップにする場合であり、図８は、樹脂封止された半導体ウェーハを補強板から切
り離し、その後にその構造物の半導体チップへ分離する場合であり、図２、図６で説明し
た工程後の半導体チップの分離である。
【００５３】
図７（ａ）に示すように、補強板６上に接着材７を介して形成された構造物の裏面封止樹
脂９、半導体ウェーハ１ａ、表面封止樹脂５ａをダイシングでカットし半導体チップに分
離して、樹脂封止チップ１２を形成する。図７（ｂ）に示すように、例えば、透明である
補強板６の裏面から紫外線を照射し、樹脂封止チップ１２を接着材７から剥離させる。こ
の剥離は、有機溶液に浸漬して行ってもよい。
【００５４】
他の方法は、図８（ａ）に示すように、図２（ｂ）で説明したのと同様に、加熱した有機
溶液内で補強板６上の接着材７を溶出させて、樹脂封止した半導体ウェーハを切り離す。
このようにして、表面封止樹脂５ａおよび裏面封止樹脂９で封止された半導体ウェーハ１
ａすなわち樹脂封止ウェーハ１３が形成される。そして、図８（ｂ）に示すように、この
樹脂封止ウェーハ１３の所定の領域をダイシングし樹脂封止チップ１２に分離する。
【００５５】
このようにして、図８（ｂ）に示すように、１０μｍ程度に薄膜化した半導体チップ１１
の表面にバンプ４が形成され、バンプ４間が肉厚２０μｍ程度の表面封止樹脂５ａで封止
され、その裏面が肉厚２０μｍ程度の裏面封止樹脂９で封止された樹脂封止チップ１２が
できあがる。
【００５６】
この実施の形態では、表面封止樹脂５ａの厚さの制御が簡単になる。そして、バンプ４と
表面封止樹脂５ａの高さが全く同一になるようにできる。このために、ＣＯＣ（Ｃｈｉｐ
　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）技術等において、複数の樹脂封止チップをバンプ４同士で接合するこ
とが容易になる。また、第１の実施の形態で説明したような効果は同様に生じる。
【００５７】
次に、本発明の第４の実施の形態について図９に基づいて説明する。この実施の形態は、
ＳＯＩ構造の半導体ウェーハを用いる場合であるが、ＳＯＩ構造は、絶縁膜上にシリコン
層を形成したものに限らず、例えば、絶縁膜上にＳｉＧｅ層等の半導体層を形成したもの
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も含まれる。図９は、このような半導体ウェーハの薄膜化の製造工程順の断面図である。
この場合では、上述した補強板６は使用しないでもよい。ここで、第１の実施の形態と同
じものは同一符号で示される。
【００５８】
図９（ａ）に示すように、半導体基体１４上に埋込み絶縁層１５およびＳＯＩ層１６が積
層して形成されている。ここで、埋込み絶縁層１５は膜厚が０．５μｍ程度のシリコン酸
化膜であり、ＳＯＩ層１６は膜厚が０．１μｍ程度の単結晶シリコン膜である。これらが
半導体ウェーハ１を構成する。そして、この半導体ウェーハ１の表面にパッシベーション
膜２を形成し配線３を形成し、配線３上にバンプ４を形成する。ここで、バンプ４の高さ
は４０μｍ程度である。
【００５９】
次に、公知の方法により全面に表面封止樹脂５ｂを形成する。ここで、表面封止樹脂５ｂ
の膜厚は１００μｍ程度に厚くする。
【００６０】
次に、上述したのと同様に、図９（ｂ）に示すように、半導体基体１４をウェットエッチ
ングで除去する。この場合には、埋込み絶縁層１５がエッチングストッパーとして機能す
るために、従来の技術で生じたエッチング量のバラツキは皆無になる。
【００６１】
次に、図９（ｃ）に示すように、埋込み絶縁層１５の裏面側に、公知の方法により裏面封
止樹脂９ｂを形成する。ここで、裏面封止樹脂９ｂは、上述した表面封止樹脂５ｂとその
材質は同じであり、その厚さも１００μｍと同程度にするとよい。
【００６２】
このようにした後、表面封止樹脂５ｂを研削する。そして、図９（ｄ）に示すように、バ
ンプ４の表面が露出するまで削り、膜厚が４０μｍの表面封止樹脂５ａにする。同様に、
裏面封止樹脂９ｂを研削する。そして、膜厚が４０μｍの裏面封止樹脂９にする。このよ
うにして、バンプ４を有する極薄のＳＯＩ層１６および埋込み絶縁層１５が表面封止樹脂
５ａと裏面封止樹脂９で封止された構造物ができあがる。図９（ｅ）に示す構造物の半導
体チップへの分離は、図８で説明したのと同様である。
【００６３】
第４の実施の形態では、表面封止樹脂５ｂあるいは裏面封止樹脂９ｂを研削する場合につ
いて説明しているが、本発明は、このような研削をしないで第１（２）の樹脂層を形成し
てもよい。
【００６４】
この実施の形態では、第１乃至第３の実施の形態で説明した補強板を使用しないために、
半導体装置の製造工程が簡便になる。上述したように、ＳＯＩ構造の基板の場合には、埋
込み絶縁層１５がウェットエッチングのエッチングストッパーとして機能するために、半
導体ウェーハの薄膜化の工程で、少々半導体ウェーハが反っても、エッチング後の半導体
ウェーハの肉厚のバラツキ量が生じることはない。
【００６５】
しかし、この場合でも、第１乃至第３の実施の形態で説明したように研削により半導体基
体１４を薄くする場合には、補強板の使用が必要になる。ここで、第１乃至第３の実施の
形態で説明したのと同様に補強板を使用すると、半導体ウェーハの反りは皆無になり、量
産製造の安定性が更に向上する。
【００６６】
上記の第１乃至第４の実施の形態では、電極であるバンプ４を形成した後に第１の樹脂層
である表面封止樹脂５，５ａを形成しているが、本発明はこれに限定されるものではない
。逆に、第１の樹脂層を形成した後に電極を形成してもよい。このような場合の電極は、
上述したバンプ電極等に限ることはなく、その他の電極であってもよい。すなわち、上記
電極は、当該半導体チップ外部の基板等に接続する導体物であればよい。
【００６７】
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本発明により、従来の技術で述べた半導体チップの高密度実装が非常に容易になる。そし
て、特に、本発明により形成するＣＳＰでは、半導体チップを容易にしかも非常に薄くで
きることから、例えばＣＳＰを搭載するマザーボードとの熱膨張係数の違いに起因して従
来の技術で生じていた半田ボール接続部のクラックを大幅に低減し、実装信頼性を大幅に
向上させることが可能となる。
【００６８】
本発明は、上記の実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、実施の
形態が適宜変更され得る。
【００６９】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明では、半導体ウェーハの素子形成面の所定位置に電極が形
成され、上記素子形成面を被覆し上記電極表面の少なくとも一部を露出させて第１の樹脂
層が形成され、上記第１の樹脂層あるいは露出した電極表面に接着材を介して補強板が貼
付され、上記半導体ウェーハの裏面は研削あるいはエッチングにより薄膜化される。そし
て、薄膜化した後に半導体ウェーハの裏面が第２の樹脂層で被覆される。
【００７０】
本発明により、半導体ウェーハの薄膜化が容易になる。そして、その工程で、半導体ウェ
ーハの反りは皆無になり、薄膜化後の半導体ウェーハの肉厚のバラツキ量は大幅に低減す
るようになる。また、上記薄膜化工程における半導体ウェーハのハンドリングで生じるウ
ェーハの破損は皆無になる。更に、実装後の半導体装置の信頼性が向上するようになる。
【００７１】
そして、半導体装置の製造工程が簡便になり、半導体装置の高密度実装の量産適用が容易
になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を説明するための半導体ウェーハの薄膜化の製造工程
順の断面図である。
【図２】上記の続きの製造工程順の断面図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態を説明するための半導体ウェーハの薄膜化の製造工程
順の断面図である。
【図４】上記の続きの製造工程順の断面図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態を説明するための半導体ウェーハの薄膜化の製造工程
順の断面図である。
【図６】上記の続きの製造工程順の断面図である。
【図７】本発明での半導体チップへの分離方法を示す断面図である。
【図８】本発明での半導体チップへの別の分離方法を示す断面図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態を説明するための半導体ウェーハの薄膜化の製造工程
順の断面図である。
【図１０】従来の技術を説明するための半導体ウェーハの薄膜化の製造工程順の略断面図
である。
【符号の説明】
１，１ａ，１０１，１０１ａ　　半導体ウェーハ
２　　パッシベーション膜
３　　配線
４　　バンプ
５，５ａ，５ｂ　　表面封止樹脂
６　　補強板
７　　接着材
８，１０４　　砥石
９，９ｂ　　裏面封止樹脂
１０　　溝
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１１，１０５　　半導体チップ
１２　　樹脂封止チップ
１３　　樹脂封止ウェーハ
１４　　半導体基体
１５　　埋込み絶縁層
１６　　ＳＯＩ層
１０２　　保護テープ
１０３　　研削用吸着ステージ
１０６　　拡大シート

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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